





























通常，スピンは 0または 1 の 2ビットとして取り扱われるが，磁化が離散化する多ビッ
トのメモリなども応用として期待されている． 
 一方，らせん磁性体の研究は，1950 年代から中性子をプローブとして行われてき
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である．しかし，マイクロサンプルでは，試料の体積が小さすぎる為，超伝導量子干渉












的に理解できる．非線形磁化率が出現するのは，Hdc = 0 と Hdc = 1000~2000 Oe の 2つ
の領域で，長周期らせん磁気構造相と常磁性相の相境界と CSL-2 相から強制強磁性相
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さが異なることが分かった．さらに，この磁場領域の磁化のとびは，測定するたびに異
なるため，Barkhausen 効果の範疇に入るものであり CSL がアシストした巨大な
Barkhausen的な効果であると言える．また，H < 0.6Hcの低磁場領域では増磁過程，減
磁過程ともに磁化のステップを観測することができなかった．印加磁場の間隔や測定感
度の問題も考えられる．しかし，上述の温度-磁場相図で高調波磁化率が出現しなかっ
たことや CSL-1 相があることからすれば，低磁場域ではソリトンの生成が比較的連続
的に起こっていることを示唆した結果とも言える． 
過去の TEM 観察や磁気抵抗測定で離散的な応答の存在は疑いないものであったが，
CSL 形成にとって磁化という最も直接的な物理量をもってして，CSL の存在を検証で
きた．なお，理論の報告では，CSLの両端の境界条件を固定し，磁化が離散的になる検
証が行われているが，実際の試料でも結晶の端はスピンが固定されていることが考えて
よいであろう．  
 
以上，カイラル磁性体 Cr1/3NbS2において，カイラルソリトン格子のスピンを担う Cr
原子の情報から，非線形磁化率の観測，温度-磁場相図の作成，磁化ステップの観測に
成功した．今回の CSL形成にとって最も重要な物理量である磁化として CSL形成過程
を明らかにしたことは，今後の CSLの操作など応用への考慮をする時には非常に重要
な情報になりうる． 
